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Созданы и исследованы неохлаждаемые быстродействующие p-i-n фотодиоды для регистрации коротких импульсов излучения в спектральном диапазоне 1.3−2.4 и 2.0-3.8 мкм. Данные фотодиоды позволяют изучать быстропротекающие процессы в физике лазеров, ядерной физике, физике космических лучей, а также могут использоваться в дальнометрии и локации,  в системах СВЧ коммуникаций по каналам ВОЛС и в открытом пространстве, в медицине и т.д. 

Разработан и оптимизирован технологический цикл создания быстродействующих фотодиодов, включающий выращивание методом ЖФЭ изопериодных гетероструктур GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb и InAs/InAsSbP/InAs/InAsSbP, постростовую технологию, корпусирование фотодиодов.  Главной конструктивной особенностью фотоприемника с мостиковым контактом является отделение чувствительной мезы от контактной. Чувствительная площадка была выполнена в форме круга диаметром 50 мкм, контактная площадка – в форме прямоугольника размерами 50×70 мкм. Фронтальный омический контакт  был сформирован к широкозонному «окну» - слою p-GaAlAsSb (или InAsSbP) и представлял собой мостик шириной 20 мкм и длиной 85 мкм. Мостик формировался напылением Cr-Au толщиной 2200 Å, и нанесением гальванического Au толщиной 3-6 мкм. Со стороны контактной площадки мостик заканчивался прямоугольной частью размером  60×40 мкм. Достигнуто низкое значение собственной емкости GaInAsSb/ GaAlAsSb фотодиодов: С= 2.0 − 3.0 пФ без обратного смещения и С=
[image: image1.emf]0.8−1.0 пФ при смещении U= − (1-3) В. Быстродействие ФД, определяемое по времени нарастания импульса фотоотклика по уровню 0.1-0.9, составляет величину t0.1-0.9=50-110 пс. Ширина полосы пропускания 5-10 ГГц. Фотодиоды характеризуются низкой величиной обратных темновых токов ID=200-1500 нА при обратном смещении U=−(0.5−3.0)В, высокими значениями токовой моно-хроматической чувствительности SI=1.10-1.15 A/Вт и обнаружительной способности D*(max,1000,1)= 9×1010  Вт-1×см×Гц1/2 на  max = 2.0−2.2 мкм.  Гетерофотодиоды InAsSbP/InAs/InAsSbP  характеризуются низким значением обратных темновых токов (10-30 мкА, U=-(0.2-0.5) В), малой величиной емкости  (1-3 пФ, U=-(0.2-0.5) В), высокой токовой монохроматической чувствительностью (1.20-1.35 A/Вт, =3.0-3.3 мкм). Время фотоотклика InAsSbP/InAs/InAsSbP p-i-n фотодиодов не было измерено ввиду отсутствия  скоростных лазеров с длиной волны около 3 мкм. Оценка быстродействия дает значение 300-500 пс (полоса пропускания 1-2 ГГц).
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Рис. 1. SEM фотография фотодиода с     мостиковым контактом. Чувствительная (слева) и контактная (справа) мезы . 
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